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１．概要（Summary） 

近年、不揮発性磁気メモリMRAMやHDD磁気ヘッド

等への開発を目的としスピントロ二クス素子の研究開発が

加速している。今回我々は、磁気抵抗素子 MTJs 

(Magnetic tunnel junctions)の基礎電気特性取得を目

的としている。本研究ではMTJの成膜されたWaferの加

工を行い、下部電極、Pillar、上部電極作製後、電気特

性を確認した。 

 

２．実験（Experimental） 

まず下部・上部電極となるパッドをマスクレス露光装置

(GreFON)を用いて露光後、Ar Milling （ IBE ）で

Etching、次にSub-μm MTJ のPillarを同じくマスクレ

ス露光装置で露光し、IBE で下部 MTJ 層まで物理的に

Etching。このサンプルに層間絶縁膜としてスパッタ装置

を用いて SiO2を成膜後、リフトオフし、電極成膜（スパッタ

装置）を行った。成膜後、再度マスクレス露光装置を用い

て電極を形成し、電気特性取得に成功した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

このプロセスの鍵となるのは、層間絶縁膜成膜後の

リフトオフである。本研究ではそれを達成し、MTJ

素子の作製は、Self-Alignment Process となっている。

（Fig. 1） 

Fig. 1 Image of lift-off resists.  

 

 

 

また、電気特性を評価するMTJ pillarはマスクレ 

ス露光装置の分解能を考慮し、sub-μmサイズとなっ

ている。Fig. 2に完成した電特用MTJ素子を示す。 

 

Fig. 2 MTJ device for electrical characteristic 

estimation. 

最後に、得られた素子の電気磁気特性を示す。Fig. 3

は、横軸が外部磁場の強度、縦軸が電気抵抗値となっ

ている。綺麗な Switching ヒステリシスがみられる。 

 

Fig. 3  R-H curve. 
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